B340D -B341D -B342D B
Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-
Transistoren
Bauform 4
Anschiufibeiegung
1 Kollektor T1 8 Kollektor 12
2 Emitter T 9 Emittar T3
3 Basis T1 10 Bosis T3
4 Mosse 11 Masse
5 Baosis 12 12 Bosis T4
& Emiver 12 13 Emitter T4
T Koltektor T2 14 Kollektor T4
Innere Schaltung
7 7 & fa n
| r’ ’—% ’_% l—%
2 8 6w sr n %

Grenawerte giltig fir den Betriebstemp bereich
Kollektor-Emitter-Spaanung Ucgo sy
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 2V
Emitter-Basis-Sponnung Veso sV
Kollgktor-Substrot-Spannung Ucio w0V
Kollaktosstrom e 10 mf
Basisstrom s 5 mA
Warmewidertand

far Gesomt |s 'm 120 K/'w
Betriebstempargturberaich L =25, ..88%C
Sparrschidhtiemperotir 3 129 *C




Kennwerts bel 0, = 25 'C £ 5K

Olalchstromverstérkung ¢ 8,..140

Veaw B V; ige= | A b1 i) b R 1

Ugp = S V. lg = 10pA hat € o de W

Verhditnls der Olelchatiom:

verstBrkung 0 alle méglichen

Tromslstorpoore

Ucg ™= 3V, lg=1mA 0] 0.8 1.2
R21Ety)

Diflerenz der Bosls-Emitter-

Spannungen (0r olle méglichen

Transistorpoare (nur B 340/341)

Ueg = 35V, Ig = 100 A Ug <SmV

Obergangsirequan:

Uﬁ‘-': SViic =1 mA = 100MH: 13% MM:

Rauschiaktor f3r B 341 D
I = 200 pA, | = 1 LMz,
Af = 100 Hr, Ry = 2 k0  6dB



